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ツイスト２層グラフェン(twisted bilayer graphene: TBG)は，ツイスト角度によって異なる

新奇物性が認められ，盛んに研究されている．Magic angle (~1.05°)ではフェルミエネルギー

近傍においてバンドが平坦化し，超伝導性が現れることが報告され話題となった[1]．この

フラットバンド構造は，層間相互作用および格子緩和現象により変化することが計算で示

されている[2]．このような計算や伝導測定において，TBG の各グラフェン層のディラック

点はフェルミエネルギーにある状態（即ち等価）を仮定（測定）しており，非等価なドーピ

ング状態についての議論は今のところ報告がない．我々は CVD法により SiC上に作製した

n 型１層グラフェンへ超高真空中グラフェン転写により TBG を作製しているが，この場合

は非等価なドーピング状態となることがわかっている[3]．そこで本研究では，このような

非等価ドープ TBGの電子状態を計算および実験的に明らかにすることを目的とした．  

上述した手法により作製した 0.8°-TBG の ARPES 測定結果を図１(a)に示す．上下のグラ

フェン層のディラックコーンが交差する K 点付近においてフラットバンド状の状態が観察

された．そこで上下層のディラック点の位置を実験に合わせ，tight-binding 計算を行った．

構造緩和の有無(図１(b, c))を比較したところ，構造緩和を考慮した計算結果 (c)が，より実

験に近いことがわかった．上下２層が非等価なドーピング状態であるにも関わらずフラッ

トバンドが観察されたことは，従来のフラットバンド形成機構とは異なる要因が働いてい

る可能性を示唆している．当日はこのフラットバンドの起源について議論する予定である． 
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図１(a) 0.8°-TBGの ARPES像．(b)Tight-bindingにより求められた，構造緩和していない 0.8°-TBGの
バンド構造．(c)構造緩和後のバンド構造． 
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